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요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

알루미늄 전해 콘덴서용 화성박 유전체 피막의 결정화 방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 화성(Forming)시 용량(Capacitance)대 화성 전압 그래프.

제2도는 종래 방법에 의해 화성시 용량대 화성 전압 그래프.

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  알루미늄(Aluminium  :  이하  Al이하  함)  전해  콘덴서에  화성박(化成箔)을  제조하는 공정에
서  에칭(Etching)박에  유전체  피막을  형성시킬때  형성되는  산화알루미늄 (Al2O3 )유전체  피막의 두께

와  밀도를  조정하여  화성박  단위  면적당  용량을  증가시키기  위한  산화  알루미늄  결정화  방법에  관한 
것이다.

일반적으로  화성박의  단위  면적당  용량은  전해  콘덴서용  Al에칭박  화성시사용되는  전해질에  의해서 
큰 차이가 나타난다.

화성시  형성되는  산화  알루미늄  유정체  피막이  내전압을  갖게  하기  위해서는  일반적으로  전해질로 
인산(Phosporic  Acid)  또는  인산과  아디피산  암모늄(Ammonium  Adipate)를  조합한  형태로  사용되는데 
이때 형성되는 유전체 피막은 무정형(Amorphous)의 산화 알루미늄이 된다.

상기와  같이  산화  알루미늄이  무정형  상태로  존재하게  되면  산화  피막의  밀도(density)는  감소하고 
두께는 증가하므로 다음 식(1)에 의해 화성박의 용량은 감소한다.

여기서  C는  박용량,  d는  산화알루미늄층의  두께,  S는  대전면적,  ε은  유전체  피막이  유전율을 나타
낸다.  이렇게  용량이  감소하는  원인은  에칭박  위에  산화  알미늄  형성  과정에서  화성박이  내수성을 
갖도록 하기 위해 전해질에 첨가하는 인산(H3PO4)의 첨가 방법에 따른 것이다.

즉  종래에는  인산을  처음부터  전해질에  미량을  첨가하거나  인산  수용액  전해질을  사용하였기  때문에 
화성박의 용량이 감소되었었다.

여기서  종래의  화성방법  즉  산화  알루미늄  형성  방법을  살펴보면  전해질로  아디핀산암모늄(Ammonium 
Adipate)50g/ℓ, 인산(H3PO4 )  0.5㎖/ℓ혼합용액을  사용하였고  비저항(Spec-ific  Resistance)은 16.5

±1.5Ω.㎝로  60℃에서  화성시켰으며  화성전압  도달후  5분간  유지시킨  후  500℃에서  2분간 열처리하
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였다.  열처리  후  다시  상기  전해질로  화성시켰으며  화성  전압  도달  후  2분간  그  상태로  유지하여서 
화성을 완결시켰던것이다.

본  발명은  상기와  같은 인산(H3PO4 )계  전해질  사용방법에  따른  화성박  용량  감소원인을  제거하고 용

량  증가를  위해  화성시  에칭박에  형성되는  산화  알루미늄을  결정화시키는데  본  발명의  목적이  있는 
것이다.

본  발명은  알루미늄  전해  콘덴서용  화성박의  용량을  증가시키기  위해  기준의  전해질  사용방법을 변
경하여 알루미늄 산화피막을 결정화 한다.

본 발명에서의 전해질 사용 방법은 다음과 같다.

첫째  :  아디핀  암모늄(Ammonium  Adipate)와  아다핀산(Adipic  Acid)혼합  용액을  화성  전합 상승시까
지의 초기 전해질로 사용한다.

둘째 : 전압을 인가하지 않은 상태에서 3% 인산(H3PO4)에 일정온도에서 일정시간동안 침적시킨다.

세째  :  전압인가  상태에서  아다핀산  암모늄과  인산  혼합  용액을  전해질로  사용한다.  상기한  바와 같
이  본  발명은  화성  공정→인산처리  공정→화성공정→열처리  공정→화성  공정의  순서로  수행되는 것
으로 각 고정별로 설명하면 다음과 같다.

제1공정  :  알루미늄  에칭박  화성용의  전해질로  아디핀산  암모늄  50g/1  아다핀산  5g/1의  혼합용액을 
사용한다.  비저항(Specific  Resistance)  15.5±5Ω.㎝에서  60℃를  유지해주며  화성전압에 도달하였
을때 이상태로 5분간 유지하여 준다.

제2공정 : 3% 인산 용액에 전압을 인가하지 않은 상태로 70℃에서 2분간 침적시킨다.

제3공정  :  아디핀산암모늄  50g/1와  75%  인산  0.5㎖/1혼합  용액을  전해질로  한다.  비저항 16.5±1.5
Ω.㎝에서 60℃를 유지해주며 화성 전압에 도달했을때 이 상태를 2분간 유지시켜 준다.

제4공정 : 500℃에서 2분간 열처리한다.

제5공정 :상기 3공정의 화성 공정을 반복한다.

[실시예]

본 발명을 실시예에 의해 설명하면 다음과 같다.

표  1은  3가지  종류의  에칭박,  (1)  일본  저압용  고배율  에칭박  (2)  일본  고압용  고배율  에칭박  (3) 
일본  저압고압용  고배율  에칭박에  전압력으로  화성을  실시했을때  각  화성전압에서의  단위  면적당 화
성박  용량을  본  발명에  따른  실시에와  기존화성  방법에  의해  비교예를  비교한  것이다.  이때  용량은 
㎌/d㎡단위로 나타내었다.

본  발명에 따른 화성 방법에 의한 에칭박멸 화성박 용량대 화성 전압의 비교 도표는 첨부도면 제1도
의  그래프에  표시되었으며종래의  화성방법에  의한  에칭박별  화성박  용량대  화성전압의  비교  도표는 
첨부  도면  제2도의  그래프에  표시되었다.  즉  양  도표를  살펴보면  14V  이하의  낮은  전압에서는  화성 
방법에  따른  화성박  용량의  차가  많지  않지만  50V이상의  높은  전압에서는  용량  증가가  크게 나타남
을 확인할 수  있었다.  이러한 본  발명의 용량 증가 결과로 110V이상에서의 화성박 용량은 기존 방법 
대비 약 40% 정도의 원가절감효과를 얻을 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

알루미늄전해  콘덴서용  화성박의  산화  알루미늄 (Al2O3 )유전체  피막의  결정화에  있어서,  전해질로 비

인산계  전해질인  아디핀산  암모늄(Ammonium  Adipate)50g/ℓ와  아다핀산(Adipic  Acid)  50g/1의  혼합 
용액을  사용하여,  비저항(Specific  Resistance)  15.5±5Ω.㎝에서  60℃에서  화성  전압  도달  후  이 
상태를  5분간  유지시켜주는  제1공정과  3%  인산  용액에  70℃에서  2분간  침적시키는  제2공정과 아디핀
산  암모늄  50g/1와  75%  인산  0.5㎖/1혼합  용액을  전해질로  하여  비저항  16.5±1.5Ω.㎝,  화성온도 
60℃에서  전압을  인가하여  화성  전압에  도달하였을때  이  상태를  2분간  유지시켜주는  제3공정과 500
℃에서  2분간  열처리하는  제4공정과  상기  제3공정을  다시  반복하는  제5공정으로  이루어짐을 특징으
로 하는 알루미늄 전해 콘덴서용 화성박의 산하 알루미늄 유전체 피막의 결정화 방법.
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